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ある特徴的な長さ以下の微小導体中では、バルクとは異なる伝導特性が現れる。こ

のような微小伝導体の研究は、メゾスコピック物理として、もしくは磁性体を中心と

したスピントロニクスとして、1980 年代から研究されてきた。その一方で、使用でき

る物質は単純な金属、半導体、超伝導体、磁性体に限られるという問題点もあった。 

2004年のグラフェンの発見を契機に、2次元性の強い層状物質を機械的に剥離して、

結晶性のよい原子層薄膜を簡便に作製できるようになった。さらに近年、2 次元超伝

導体や強磁性体が相次いで発見され、さらにこれらを人工的に組み合わせることで、

天然結晶では実現しない物性が出現することが明らかになり、盛んに研究されている。 

本講演では、我々が最近行っている研究の中から、（１）原子層反強磁性体におけ

る特異な磁気抵抗の観測[1-4]と、（２）原子層らせん磁性体におけるスピンゆらぎの

検出に関する研究を紹介する。 

（１）では、原子層反強磁性体として、正方格子型の CeTe3[1,2]と三角格子型の

Ag2CrO2[3,4]を用いた。スコッチテープを用いて機械的に剥離した微結晶 CeTe3 及び

Ag2CrO2 デバイスを作製し、磁気抵抗を測定したところ、磁気転移温度付近で大きな

バタフライ型磁気抵抗を観測した。この磁気抵抗は、転移温度近傍でのスピンゆらぎ

が本質であることを説明する。 

 （２）では、原子層らせん磁性体 CrNb3S6 薄膜に、スピン流を注入することによっ

て、らせん磁性転移温度以上から、らせん磁性のゆらぎを反映した逆スピンホール電

圧の減少が検出された。この結果は、最近我々のグループで行っている、スピングラ

スにおけるスピンゆらぎの検出[5]とも密接に関わっており、スピン流が磁気転移温度

以上から磁気モーメントのゆらぎを高感度に検出できる良いプローブになり得るこ

とを説明する。 
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